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【はじめに】 本グループでは，ナノサイズのピラー形状を形成した AlN 上に AlGaN を形成することによって

AlGaN の低転位化し，さらに UV-B 半導体レーザの室温パルス発振も確認された[1]．しかし，デバイスの表面に

はヒロックなどの結晶欠陥が発生し，デバイス特性に影響を与えた．そのため，本研究検討は転位密度の低減と

表面状態の改善を目指し検討した． 

【実験方法】 本実験では，サンプル A，B を用いてサファイア上に形成した AlN にナノインプリント法，ICP エッ

チングを用いて直径約 450 nm，ピッチ幅 1.0 µm のピラーを形成し，ICP エッチングの時間を制御することでピラ

ーの高さを 1.0 µm とし，その後，サンプル Aのみ残差処理をおこなった．このナノパターン AlN上に Fig.1 に示

す構造を積層し，転位密度の測定には CL による暗点密度を測定することによって評価を行った．作製した試料

は，ICPエッチングと TMAH水溶液を用いたウェットエッチングにより共振器長 300 μmの光励起レーザ構造を作

製し，YAGレーザの 4倍高調波（λ = 266 nm）を用いて光励起レーザの評価を室温で行った． 

【実験結果】 本実験で作製したサンプル A と B の転位密度は同等の値であったが，Fig. 2 に示す顕微鏡で観

察したサンプルの表面状態を比較すると残差処理をおこなったサンプル A ではヒロック密度が低減し，表面状態

が改善された．さらに，Fig. 3に示すように光励起レーザのしきい値パワー密度は約 1/3に低減した．当日は光励

起レーザのしきい値パワー密度が低減した要因も考察する． 
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Fig. 1 サンプル構造 Fig. 2 顕微鏡による表面観察 
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Fig. 3 光励起レーザのしきい値パワー密度の比較 
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